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(57) Abstract 

The invention concerns a chip module having a contact layer (2) produced from an electrically conductive material and having a 
plurality of contact elements (4) and a semiconductor chip (7) with chip connections which arc disposed on the main surface (5) of the 
semiconductor chip (7) and are each electrically connected to a contact element (4) of the contact layer (2). Furthermore, provided on 
the surface of the electrically conductive contact layer (2) facing the semiconductor chip (7) is a thin insulation film (10) of electrically 
insulating material which has an adhesive or bonding function both on its front face facing the contact layer (2) and on its rear face (8) 
remote from the contact layer (2). 



(57) Zusammenfkssung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Chipmodul mit etner aus elektrtsch leitendem Material geferttgten Kontaktschicht (2) mit mehreren 
Koniaktelementen (4) und einem Halbleiterchip (7) mit auf der Hauptflache (5) des Halblciterchips (7) angeordneten ChipanschlUsscn, die 
jeweils elektrisch mit eincm Kontaktclemcnt (4) der Kontaktschicht (2) vcrbunden sind. Des weitcrcn ist auf dcr dem Halbleiterchip (7) 
zugewandten Oberfldche der elektrisch Icitenden Kontaktschicht (2) eine diinne Isolationsfolie (10) aus elektrisch isolierendem Material 
vorgesehen, welche sowohl auf ihrer der Kontaktschicht (2) zugewandten Votdersette als auch auf ihrer der Kontaktschicht (2) abgewandten 
RUckseite (8) eine Haft- bzw. Klebefunktion besitzt. 
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Beschreibung 

Bezeichnung der Brfindung: Chipmodul 

5 Die Erfindung bezieht sich auf ein Chipmodul mit einer aus 
elektrisch leitendem Material gefertigten Kontaktschicht mit 
mehreren Kontakt element en und einem Halbleiterchip mit auf 
der Hauptfiache des Halbleiterchips angeordneten Chipan- 
schiassen, die jeweils elektrisch mit einem Kontaktelement 

10 der KontaJctschicht verbtinden sind, wobei auf der dem Halblei- 
terchip zugewandten OberflSche der elektrisch leitenden Kon- 
taktschicht eine dunne Isolationsfolie aus elektrisch isolie- 
rendem Material vorgesehen ist, welche sowohl auf ihrer der 
Kontaktschicht zugewandten Vorderseite als auch auf ihrer der 

15 Kontaktschicht abgewandten Ruckseite eine Haft- bzw* Klebe- 
funktion besitzt. 

Ein Chipmodul nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ist bei- 
spielsweise aus der BP 0 391 790 Al, DE 42 32 625 Al, 
20 FR 2 673 041 Al, US 5 304 513, BP 0 527 438 A2 sowie 
US 4 674 175 bekannt geworden. 

Die Anwendungsmoglichkeiten von in der Regel im Scheckkarten- 
f ormat ausgebildeten Chipkarten sind aufgrund einer hohen 

25 funktionalen PlexibilitSt SuSerst vielseitig geworden und 

nehmen mit der steigenden Rechenleistung und Speicherkapazi- 
tat der verffigbaren integrierten Schaltungen weiterhin zu. 
Neben den derzeit typischen Anwendungsfeldem solcher Chip- 
karten in der Form von Krankenversichertenkarten, Gleitzeit- 

30 erfassungskarten, Telefonkarten ergeben sich zukiinftig insbe- 
sondere Anwendungen im elektronischen Zahlungsverkehr , bei 
der Zugrif fskontrolle auf Rechner, bei geschiitzten Datenspei- 
chem und dergleichen. Es gibt heute verschiedene Mdglichkei- 
ten, Chipkarten herzustellen. Bei den meisten Verfahren wird 

35 der eigentliche Halbleiterchip zunSchst auf ein Chipmodul 

montiert, der auch die zumeist vergoldeten Kartenkontakte be- 
inhaltet. Ublicherweise werden die Chipmodule auf einem End- 



wo 97/19463 



PCT/DE96/02I94 



losband bezlehungsweise Endlosgrundtr&ger gefertigt, an- 
schliefiend werden die einzelnen ChipnEiodule ausgestanzt und in 
die Chipkarte gebracht. Bei dieser Metihode findet keine di- 
rekte Befestigimg des Chips in der Karte statt, was den Vor- 
5 teil besitzt, dass die Biegekrafte weitgehend voin Chip abge- 
halten werden, die bei einer mechanischen Belastung der Chip- 
karte entstehen kdnnen. Bei der Herstelltmg von Chipmodulen 
wird derzeit am hSufigsten das sogenannte Draht-Bond-Verf ah- 
ren angewendet, bei detn die Chipanschlilsse des die eigentli- 

10 Che elektronische Schaltung tragenden Halbleiterchips mit 
dixnnen Bonddrahten mit den einzelnen Kontaktelementen der 
Kontaktschicht verbunden werden, Der Halbleiterchip selbst 
wird entweder unmittelbar oder iiber eine isolierende Zwi- 
schenschicht auf die Kontaktschicht geklebt, wobei bei den 

15 ziim Einsatz kommenden Chipklebstoffen, die in der Regel in 
flussiger Oder z&hflussiger Konsistenz aufgetragen werden, 
der Nachteil besteht, dass bei ungeeigneter Dosierung oder 
bei ProzefiunregelmSSigkeiten Produktionsausfaile resultieren 
konnen. Bei einer zu hohen Dosierung des aufgetragenen Chip* 

20 klebstoffes besteht beispielsweise die Gefahr, einige fur die 
Bondkontaktierung notwendigen Bondl6cher zu verkleben, wo- 
durch sie unbrauchbar werden, wohingegen bei einer zu gerin- 
gen Dosierung des Klebstoffes eine unzureichende Chipfixie- 
rung auf der Zwischenschicht bzw. der metallischen Kontakt- 

25 schicht erfolgen kann. Aufierdem besteht bei einem Auftrag von 
fiassigem Chipklebstof f die Gefahr einer VerSnderung der Form 
und Lage der bendtigten Bondldcher, was wiederum zu erhShten 
Produktionsausf&llen fOhren kann oder eine h6here ProzelSkon- 
trolle erforderlich macht. Zum Schutz gegen Umwelteinflusse 

30 werden der Halbleiterchip und die BonddrShte durch eine Ver- 
gufimasse abgedeckt. Der Vorteil dieses Herstellungsverfahrens 
liegt an sich darin, dass es sich weitgehend am das in der 
Halbleiterindustrie ubliche VerfaOiren zur Verpackung von 
Chips in Stauidardgeh§usen anlehnt, und dadurch preisgunstiger 

35 ist. Der Nachteil bei diesem Verfahren liegt weiterhin darin, 
dass sowohl die BauhShe wie auch die LSnge und Breite des Mo- 
duls deutlich grofier ausfallen als beispielsweise beim soge- 
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nannten TAB-Modul, bei dem die AnschliiSf ISchen (Pads) des 
Halbleiterchips mit galvaaisch aufgebrachten metallischen 
Hdckem versehen sind, die zur unmittelbaren Befestigxing der 
elektrisch leitenden Kontaktfiachen durch Lotverbindung die- 
5 nen, und somit eine Abdeckixng von BonddrShten nicht erforder- 
lich ist. Pur den Einbau des Chipmoduls in die Cliipkarte ha- 
ben sich derzeit drei verschiedene Verfahren durchgesetzt, 
das Laminierverfahren, das Einsetzen in gefrSste HohlrSume, 
sowie das Montieren in fertig gespritzte Karten. Bei sSmtli- 

10 Chen Einbauverfahren besteht beim Kartenhers teller der Nach- 
teil, Chipmodule mit unterschiedlichen Baugrdfien, die aus der 
unterschiedlichen caiipfliche des verwendeten Halbleiterchips 
resultieren, in die Karte einsetzen zu raassen. Die aufgrund 
von unterschiedlichen Chipfldchen von typischerweise etwa 1 

15 xm^ bis 20 mtn^ resultierende Modulvielfalt fOhrt auch beim 
Modulhersteller zu erhdhten Materialkosten aufgrund einer 
verringerten Abnahraemenge pro Modulvariante und zu einem er- 
hdhten Logistikauf wand . Beim Kartenhersteller ergeben sich 
aufgrund der unterschiedlichen Modultypen verschiedene Abmes- 

20 sungen der KartenhohlrAume tHr den Einbau des Moduls und da- 
mit erhohte Werkzeugkosten bzw. Verfahrenskosten. 

Der Brfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein universell ver- 
wendbares Chipmodul zur Verfiigung zu stellen, welches unab- 
25 hSngig von der C3hipgr6fie des jeweils verwendeten Halbleiter- 
chips bei einer hohen ZuverlSssigkeit und ausreichenden Le- 
bensdauer einf acher und damit kostengunstiger herstellbar 
ist. 

30 Diese Aufgabe wird durch ein Chipmodul gemSfi Anspruch 1 ge- 
lost. 

Erf indungsgemSfi ist vorgesehen, dass auf der dem Halbleiter- 
chip zugewandten OberflSche der elektrisch leitenden Kontakt- 
35 schicht eine dxinne Isolationsf olie aus elektrisch isolieren- 
dem Material vorgesehen ist, welche sowohl auf ihrer der Kon- 
taktschicht zugewandten Vorderseite als auch auf ihrer der 
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KontaJctschicht abgewandten Rflckseite eine Haftfunktion be- 
sitzt, wobei die Haft£unktion des Materials der dunnen Isola- 
tionsfolie von einem au£ die dunne Isolationsfolie ausgeubten 
mechanischen Druck abh&ngt. Der dunnen Isolationsfolie kommt 
5 neben der Wirkung einer elektrisch isolierenden Schicht zwi- 
schen Halbleiterchip und/oder Stiitzrahtnen und Kontakt schicht 
detn Prinzip der Erfindung folgend gleichzeitig eine die Ver- 
bindung zwischen Halbleiterchip und Kontaktschicht gewahrlei- 
stende Funktion zu. Hierbei ertndglicht die dunne Isolations- 

10 folie zum einen eine m6glichst vollfiachig gute Haftung zur 
metallischen Kontaktschicht und zum anderen auf der dieser 
gegenuberliegenden Seite eine gute Haftung zum Halbleiterchip 
bzw. zum Epoxytape bzw. dem Stutzrahmen, Durch die Haftver- 
bindung zum Halbleiterchip bzw. zur Metallschicht vermittels 

15 der dannen Isolationsfolie kann das Modul bei einer hohen Zu- 
verl&ssigkeit und ausreichenden Langzeitstabilit&t schnell 
und einfach hergestellt werden- Bei einer bevorzugten Ausfiih- 
rung der dfinnen Isolationsfolie kann dieser die Wirkung einer 
auf Druck empf indlichen Haftschicht dergestalt zukommen, dass 

20 der wahrend des Auf laminierens der Kontaktschicht und des 
Epoxytapes bzw. des Stutzrahmens erzeugte Walzendruck eine 
zur Kraftwirkungslinie bzw. -richtung senkrecht erzeugte 
Scherspannung in der druckempf indlichen Isolationsfolie er- 
zeugt. Die Haftschicht wird in dieser Richtung vorzugsweise 

25 durch eine entsprechende Ausrichtung von MolekCllketten inner- 
halb der Haftschicht mikroplastisch. Dies reicht aus, um eine 
Mikroformgebung tind damit Anpassung der Oberfl&che der Haft- 
schicht zum jeweiligen Verbindungspartner zu erzeugen und so- 
mit eine ausreichende Haf tf estigkeit zu gewShrleisten* Der 

30 Einsatz der dfinnen Isolationsfolie als Haftschicht fur den 
Halbleiterchip bzw. den Stiitzrahmen eriibrigt die Aufbringung 
eines weiteren Klebemittels, insbesondere eines solchen von 
flussiger Konsistenz. 

35 Als geeignetes Material fur die dunne Isolationsfolie mit 

solchen druckempf indlichen Haf teigenschaf ten kommt insbeson- 
dere ein Acrylat und/oder einen Naturstoff , insbesondere Kau- 
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tschuk, und/oder ein Silicon, und/oder ein Styrol -Copolymer i- 
sat, insbesondere ein Butadien, und/oder ein Isopren Oder 
dergleichen in Frage, 

5 Die als Haftschicht wirkende Isolationsf die kcum bei einer 
besonders einfachen Ausfuhrung einlagig ausgebildet sein. 
DarOber hinaus kann bei einer weiteren Ausfuhrung der Erf in- 
dung die dunne Isolationsf olie auch einen Mehrlagenaufbau 
aufweisen, Bei einer solchen Anordnung kann die dOnne Isola- 
10 tionsfolie aus zwei Haftlagen und einer zwischen den Haftla- 
gen angeordneten mittleren TrSgerlage bestehen. Hierbei kemn 
die Tragerlage aus einem hochteinperaturstabilen Runs tstoff ma- 
terial, insbesondere einem Therraoplast -Material hergestellt 
sein, 

15 

Weiterhin kann vorgesehen sein, dass auf der der Kontakt- 
schicht abgewandten Ruckseite der dunnen Isolationsfolie der 
Halbleiterchip und/oder ein insbesondere am Randbereich der 
Kontaktschicht angeordneter und den Halbleiterchip umgebender 
20 Stutzrahmen aus elektrisch isolierendem Material durch Haft- 
verbindung befestigt ist. 

Bei einer weiterhin bevorzugten Ausfiihrung des Chipmoduls 
kann vorgesehen sein, dass die zwischen der elektrisch lei- 

25 tenden Kontaktschicht und dem Halbleiterchip vorgesehene diin- 
ne Isolationsfolie mit einer Vielzahl von Bondl6chem verse- 
hen ist, bei welcher die Bondldcher hinsichtlich deren Anord- 
nung, Form, Anzahl, sowie Zuordnung zu einem bestiramten Kon- 
taktelement der Kontaktschicht derart beschaffen sind, dass 

30 bei einer beliebigen Lage und insbesondere beliebigen Grund- 
f lache des bef estigten Halbleiterchips eine Kontaktierung der 
Chipanschlusse vermittels der Bonddrahte mit einem jeweils 
zugehorenden Kontaktelement der Kontaktschicht unter Beruck- 
sichtigung der gel tenden Montagevorschrif ten der BonddrShte 

35 bewerkstelligt werden kann. Diese Ausfuhrung der Erfindung 
ermoglicht ein universell einsatzbares Modul mit einheitli- 
chen au£eren Abmessungen, welche unabhSngig sind von der 6r6- 
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Se des jeweils verwendeten Halbleiterchips . Dadurch kdnnen 
sowohl bei der Herstellung des Chiptnoduls, als auch beim Bin- 
bau des Moduls in die Chipkarte erhebliche Pert igungskos ten 
eingespart werden und der Logistikaufwand in beiden Bereichen 
5 verringert werden. 

Hierbei kann insbesondere vorgesehen sein, dass die dunne 
Isolationsfolie an den Stellen der Bondldcher iind/oder an der 
Stelle des am Chipmodul zu befestigenden Halbleiterchips aus- 

10 gestanzt ist, und ansonsten iiber die gesatnte Flache der Kon- 
tctktschicht euinahemd durchgehend geschlossen ausgebildet 
ist. Das erf indiingsgetn&&e Chipmodul kann bei alien derzeit im 
Einsatz befindlichen Kontaktschichten nach ISO-Stamdau:d ver- 
wendet werden, wobei derzeit hauptsSchlich eine Anzahl von 

15 sechs Oder acht Kontakt element en flblich ist. 

Bei einer besonders bevorzugten AusfOhrung der Er£indung ist 
vorgesehen, dass die zwischen der elektrisch leitenden Kon- 
taktschicht und dem Halbleiterchip vorgesehene dunne Isolati- 

20 onsfolie pro zugeordnetem Kontaktelement wenigstens zwei 

Bondlocher aufweist. Erf orderlichenf alls kcinn in AbhSngigkeit 
der in der Regel nach ISO- Standards vorbestimmten Anordnung 
und Geometrie des Kontaktfeldes mit den Kontaktelementen und 
in Abhangigkeit der tatsSchlich verwendeten Oiiptypen unter 

25 Berucksichtigimg der gSngigen Montagevorschrif ten hinsicht- 
lich der Bonddrahte, die insbesondere eine maximale LSnge der 
BonddrShte vorschreiben, die genaue Geometrie, Anordnung und 
Anzahl der Bondldcher f\ir jedes Kontaktelement der Kontakt- 
fldche unterschiedlich gestaltet sein. 

30 

Bei einer bevorzugten Ausfiihrung der Erf indung kann vorgese- 
hen sein, dass ein insbesondere am Randbereich der Kontakt- 
schicht vermittels der dunnen Isolationsfolie verbundener und 
den Halbleiterchip umgebender Stutzrahmen aus elektrisch iso- 
35 lierendem Material vorgesehen ist. Der Stutzrahmen kann ins- 
besondere aus einem Glasepoxymaterial hergestellt sein und 
vorzugsweise eine St&rke von etwa bis zum 125 ^m besitzen. 
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Daruber hinaus kaim insbesondere bei groSfiachigen und da- 
durch bruchewpf indlicheren Halbleiterchips zusatzlich ein den 
Chip umgebender Versteifungsrahmen auf der Isolationsfolie 
durch Haftverbindung befestigt sein. 

5 

Gegenuber den verwendeten SchichtstSrken der tnetallischen 
Kontaktschicht und des Stutzrahmens aus elektrisch isolieren- 
den Material kann die zwischen der elektrisch leitenden Kon- 
taktschicht imd der Halbleiterschicht angeordnete diinne Iso- 
10 lationsfolie eine wesentlich geringere Gesamtstarke besitzen, 
beispielsweise von deutlich weniger als etwa 30 \m, solange 
eine ausreichende elektrische Isolationswirkung der Isolati- 
onsfolie gegeben ist. 

15 Weitere Merktnale, Vorteile und Zweckmasigkeiten der Brfihdung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von AusfClh- 
rungsbeispielen anhand der Zeichnung. Bs zeigt: 

Pigur 1 eine schenxatische Schnittansicht des in einen Karten- 
20 korper eingesetzten Chipmoduls gemas Erfindung; und 

Pigur 2 eine schetnatische Draufsicht eines Chipmoduls gemSfi 
einein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, 

25 Das in den Figuren 1 und 2 dargestellte Chipmodul 1 besitzt 
eine in der Regel nach einem lSO*Standard mit genormten Ab* 
messungen versehene und eine Starke von etwa 30 bis etvra 
70 \m aufweisende metallische Kontaktschicht 2 mit auf der 
Vorderseite mit Kontaktfiachen 3 versehenen Kontaktelementen 

30 4 und, einen in dem Chipmodul zu befestigenden Halbleiterchip 
7, welcher auf seiner Hauptfiache 5 der Ubersichtlichkeit 
halber nicht naher dargestellte Chipanschlusse bzw. Pad- 
AnschluSf lachen besitzt, die mittels Bonddrahten 6 mit der 
Ruckseite 8 des dem jeweiligen Chipcuischlusses zugeordneten 

35 Kontaktelementes 4 elektrisch verbunden sind. Erf indungsgemas 
ist vorgesehen, dass zwischen der elektrisch leitenden Kon- 
taktschicht 2 und dem Halbleiterchip 7 eine mit einer Viel- 
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zahl von BondlSchern 9 versehene, dunne Isolationsfolie 10 
mit Haftfunktion vorgesehen ist. Die Bondldcher sind hin- 
sichtlich Anordnung, Form, Anzahl, sowie Zuordnung zu einem 
bestiiranten Kontalct element 4 der Kontaktschicht 2 derart be- 
5 schaffen, dass bei einer beliebigen Lage und GrundflSche des 
befestigten Halbleiterchips 7 eine Kontaktierung der Chipan- 
schlusse mittels der BonddrShte 6 unter Beriicksichtigiang der 
gSngigen Montagevorschrif t , d*h. vorbestitnmten maximalen 
Bonddrahtiange, mit einem jeweils zugehorenden Kontaktelement 

10 4 der Kontaktschicht 2 bewerkstelligt werden kann. Wie in den 
Figuren dargestellt ist die dunne Isolationsfolie 10 an den 
Stellen der Bondl6cher 9 ausgestanzt, und ansonsten Qber die 
gesamte Flache der Kontaktschicht 2 annShemd durchgehend ge- 
schlossen ausgebildet. Bei einer weiteren Ausfahrungsformi 

15 welche in den Figuren nicht niher dairgestellt ist, kann dar- 
uber hinaus die diinne Isolationsfolie 10 an der Stelle des zu 
befestigenden Halbleiterchips 7 mit einer der GrundflSche des 
Halbleiterchips 7 entsprechenden Ausstanzung versehen sein. 
In diesem Pall kann der Halbleiterchip in die vorgesehene 

20 Ausstanzung der Isolationsfolie gesetzt und direkt auf der 

Ruckseite 8 der Kontaktschicht 2 befestigt werden, beispiels- 
weise durch Die-Bonding. 

Gemas Pigur 1 kann ein insbesondere am Randbereich der Kon- 
25 taktschicht 2 mit der Isolationsfolie 10 verbundener und den 
Halbleiterchip 7 umgebender Stutzrahmen 11 aus Glasepoxy- 
Material vorgesehen sein, der auch als TrSgerrahmen des Chip- 
moduls dient und mit Klebeflichen versehen in den beispiels- 
weise gefrSsten Hohlraum 12 der Chipkarte 13 montiert wird. 

30 

Die Pigur 2 zeigt in schematischer Aufsicht nShere Einzelhei- 
ten eines insbesondere bevorzugten Ausfflhrungsbeispieles der 
Erfindung, bei dem das CSiipmodul 1 eine Kontaktschicht 2 mit 
einer Anzahl von acht Kontaktelementen 4a bis 4h besitzt, wo- 
35 bei gemas Figur 2 ein relativ kleinf ISchiger Halbleiterchip 
7a, und gemafi Figur 3 ein relativ groSf lachiger Halbleit r- 
chip 7b montiert ist. Wie dargestellt sind die Bondlocher 9 
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der dtonen Isolationsfolie 10 so beschaffen, dass bei den 
Kontaktelementen 4a bis 4d jeweils eine Anzahl von drei Bond- 
16chem 9a, 9b, 9c mit kreisrunder Querschnittsfom vorgese- 
hen sind, deren aufeinanderfolgende Anordnung der Mittelpunk- 
5 te im wesentlichen annShemd der Fortngebung des zugehorenden 
Kontaktelementes folgt, und bei den Kontaktelementen 4e bis 
4h jeweils eine Anzahl von zwei Bondl6chem 9d, 9e rait l&ng- 
lichen Querschnittsformen vorgesehen sind, wobei die Abraes- 
sungen des Bondloches in LSngserstreckung mit zunehmendem Ab- 

10 stand von der Mitte der Kontaktschicht zunehmen. Auf diese 
Weise kann eine Kontaktierxang der Chipanschlfisse vermittels 
der BonddrShte 6 rait einera jeweils zugehdrenden Kontakt ele- 
ment vermittels eines giinstig gelegenen Bondloches unabhSngig 
von der GrundflSche des Halbleiterchips bewerkstelligt wer- 

15 den. 
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Patentanspruche 

1. Chipmodul mit einer aus elektrisch leitendem Material ge* 
fertigten Kontaktschicht (2) mit mehreren Kontaktelementen 

5 (4) und einem Halbleiterchip (7) mit auf der Haupt£l&che (5) 
des Halbleiter chips (7) angeordneten Chipanschliissen, die je- 
weils elektrisch mit einem Kontaktelement (4) der KontcOct- 
schicht (2) verbtinden sind, wobei auf der dem Halbleiterchip 
(7) zugewandten Oberfiache der elektrisch leitenden Kontakt- 

10 schicht (2) eine dunne Isolationsfolie (10) aus elektrisch 

isolierendem Material vorgesehen ist, welche sowohl auf ihrer 
der Kontaktschicht (2) zugewandten Vorderseite als auch auf 
ihrer der Kontaktschicht (2) abgewandten RCickseite (8) eine 
Haftfunktion besitzt, 

15 dadurch gekennzeichnet, dass 

die Haftfunktion des Materials der dGnnen Isolationsfolie 
(10} von einem auf die d{inne Isolationsfolie (10) ausgeObten 
mechanischen Dzruck dergestalt abh&ngt, dass durch eine senk- 
recht zur Kraf twirkungslinie bzw. -richtung des ausgeubten 

20 Druckes erzeugte Scherspannung eine mikroplastische Ausrich- 
tung von Molekulketten innerhalb des Materials der Isolati- 
onsfolie und damit einhergehend eine Anpassung der OberflSche 
der Isolationsfolie zum jeweiligen Verbindungspartner fur ei- 
ne Haftwirkung erzeugt ist. 

25 

2. Chipmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass 
das Material der dCinnen isolationsfolie (XO) ein Acrylat 
und/oder einen Naturstoff , insbesondere Kautschuk, und/oder 
ein Silicon, und/oder ein Styrol-Copolymerisat, insbesondere 

30 ein Butadien, und/oder ein Isopren oder dergleichen aufweist. 

3. Chipmodul nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die diinne Isolationsfolie (10) einen Mehrlagenaufbau 
aufweist . 

35 

4. Chipmodul nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , dass 
die einen Mehrlagenaufbau besitzende dunne Isolationsfolie 
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(10) wenigstens zwei Haftlagen iind eine zwisch n den Haftla- 
gen angeordnete Tragerlage aufweist. 

5. Chipmodul nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , dass 

5 die Tragerlage aus einero hochtenperaturstabilen Kunststof fma- 
terial, insbesondere einem Thermoplast -Material hergestellt 
ist . 

6. Chiptnodul nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch ge- 

10 kennzeichnet, dass auf der der Kontaktschicht (2) abgewandten 
Ruckseite (8) der duiinen Isolationsfolie (10) der Halbleiter- 
chip (7) und/oder ein insbesondere am Randbereich der Kon- 
taktschicht (2) angeordneter und den Halbleiterchip (7) umge- 
bender Stutzrahmen (11) aus elektrisch isolierendem Material 

15 durch Haftverbindung befestigt ist. 

7. Chipmodul nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , dass 
der Stutzrahmen (11) aus Glasepoxy -Material hergestellt ist 
und eine Gesaratstarke von etwa bis zu 125 ^m besitzt. 

20 

8. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass die diinne Isolationsfolie (10) eine StSrke 
von weniger als etwa 30 pm besitzt. 

25 9. Chipmodul nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die mit Kontaktelementen (4) versehene 
Kontaktschicht (2) eine Vielzahl von Kontaktf ISchen (3) auf- 
weist und die auf der Hauptflache des Halbleiterchips (7) an- 
geordneten caiipanschliisse mittels eine raaxiraale MontagelSnge 

30 besitzenden BonddrShten (6) mit einer jeweils dem zugehdren- 
den ChipanschluB zugeordneten Kontaktf lache (3) der Kontakt- 
schicht (2) elektrisch verbunden sind. 

10. Chipmodul nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , dass 
35 die zwischen der elektrisch leitenden Kontaktschicht (2) und 
dem Halbleiterchip (7) vorgesehene dunne Isolationsfolie (10) 
eine Vielzahl von Bondlochem (9) besitzt, die hinsichtlich 
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deren Anordnung, Form, Anzahl, sowie Zuordnung zu einem be- 
stinnnten Kontaktelement (4) der Kontaktschicht (2) derart be- 
schaffen sind, dass bei einer beliebigen Lage und FlSchenin- 
halt des befestigten Halbleiterchips (7) eine Kontaktierung 
5 der Chipanschlusse vermittels der BonddrShte (6) mit einer 
jeweils zugeh6renden Kontaktflache (5) der Kontaktschicht (2) 
bewerkstelligt ist. 

11, Chipmodul nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet , dass 
10 die zwischen der elektrisch leitenden Kontaktschicht (2) und 
dem Halbleiterchip (7) vorgesehene dunne Isolations£olie (10) 
pro zugeordneter Kontakt£l&che (3) wenigstens zwei Bondldcher 
(9) aufweist. 

15 12. Chipmodul nach Anspruch 10 Oder 11, dadurch gekennzeich- 
net, dass jeder Bonddraht (6) fQr die elektrische Kontaktie- 
rung der Chipanschlusse mit den KontaktflSchen (3) der Kon- 
taktschicht (2) eine maximale Montagel&nge von etwa 3 mm auf- 
weist • 

20 

13. Chipmodul nach einem der Anspruche 10 bis 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die diinne Isolationsfolie (10) an den 
Stellen der Bondldcher (9) und/oder an der S telle des zu be- 
festigenden Halbleiterchips (7) ausgestanzt ist, und anson- 
25 sten uber die gesamte Fl&che der Kontaktschicht (2) annShemd 
durchgehend geschlossen ausgebildet ist. 
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(57) Abstract 

The invention concerns a chip module having a contact layer (2) produced from an electrically conductive material and having a 
plurality of contact elements (4) and a semiconductor chip (7) with chip connections which are disposed on the main surface (5) of the 
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(57) Zusammenfossung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Chipmodul mit ciner aus elektrisch leitendem Material gefeitigten Kontaktschicht (2) mit mchrcien 
Kontaictelemenlen (4) und einem Halbleiterchip (7) mit auf der HauptflSche (5) des Halbteiterchips (7) angeordneten ChipanschiQssen, die 
Jeweils elektrisch mit einem Konlaktelement (4) der Kontaktschicht (2) veibunden sind. Des weiteren isc auf der dem Halbleiterchip (7) 
zugewandten Oberflfiche der elektrisdi leitenden Kontaktschicht (2) eine dOnne Isolationsfolie (10) aus elektrisch isolierendem Material 
vorgesehen. welche sowohl auf ihrer der Kontaktschicht (2) zugewandten Vordeneite als auch auf thier der Kontaktschicht (2) abgewandten 
RQckseite (8) eine Haft- hzw. Klebeifunktion besitzt. 
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